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为了进一步研究纳米导线阵列的排列形状以及阵列数目对其场发射行为的影响，利用镜像悬浮球模型对正方

形以及六边形排列的纳米导线阵列的场发射行为进行计算与模拟，近似的得到纳米导线阵列的场发射增强因子满

足如下的变化趋势：!* !
"

!
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"
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+ $，其中 !为纳米导线的高度，"为纳米导线的半径，" 是以 #

为自变量的函数，#为纳米导线阵列的间距 ,结果显示纳米导线阵列的排列形状对其场发射性能的影响较小，而阵
列间距则是影响场发射性能的关键因素：当 # - #% 时，场发射增强因子随着阵列间距的减小而急剧减小；当 # .

#% 时，场发射增强因子基本不变，其中 #% 为导线阵列场发射的最佳间距 ,进一步研究表明改变纳米导线阵列的数

目基本不会改变阵列的场发射性能随间距的变化趋势，但是随着阵列数目的增加，#% 会有一定程度的减小，场发

射增强因子也会降低 ,
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! C 引 言

纳米导线具有独特的准一维结构，使其在作为

场发射器件、纳米电子器件、纳米导线以及纳米传感

器等方面都具有潜在的应用前景［!—1］,特别是在场
发射领域具有其他材料所不可比拟的优势，目前对

各类纳米导线在场发射方面的研究已经成为国内外

研究的热点［1—&］，而且有希望最先实现产业化 ,纳米
导线具有非常大的长径比（!%"—!%$）以及纳米量级
的曲率半径（%C!—!%%;4），可以使尖端附近的局域
电场得到较大的增强，使电子能够通过隧道效应比

较容易通过大大变薄的势垒而逸出表面，形成场发

射电子［0，!%］,因此纳米导线可以在较小的电压下获
得较大的发射电流密度，使其在场发射方面具有巨

大的潜在应用前景，有望成为下一代在场发射电子

源、场发射平面显示器以及场发射器件等领域广泛

应用的场发射体［!!，!"］,
虽然纳米导线具有优异的场发射特性，但由于

影响其场发射性能的因素很多，包括纳米导线的长

径比、极板间距、纳米导线间距以及真空系统内的残

余气体等［&—!"］，使纳米导线在场发射方面的理论研

究显得滞后 ,很多研究利用计算机对纳米导线的场
发射进行模拟并求解拉普拉斯方程，再根据计算结

果拟合出关于纳米导线场发射因子的公式，都得到

了场增强因子与纳米导线长径比密切相关的结论：

!"（ ! D"）, E@7B@4等
［0］利用数值求解 F5G75>A’H 方

程并利用自洽场赝势电子结构计算方法求电势，结

果表明纳米碳管自身的结构以及尖端局域电子态对

场发射性能有重要的影响 , IJA;K 等［!%］利用量子力
学模型研究单根纳米碳管的场发射性能，结果发现

在碳管的顶端会发生强烈的电场穿透效应，使势垒
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急剧降低，最终可以获得较低的工作电压以及较高

的发射电流密度 !此外，还有从局域电子态的诱发和
特征以及在电场作用下的行为等方面开展的理论研

究工作［"#—"$］，分别对开口和封闭单壁纳米碳管的发

射势垒以及发射性能进行了模拟计算，而且研究发

现开口的单壁纳米碳管的场发射性能明显好于封闭

的单壁纳米碳管 !在以前的工作中［"%］，我们建立了
镜像悬浮球模型对单根纳米导线的场发射性能进行

模拟计算，得到了单根纳米导线的场发射增强因子

随自身结构变化以及随极板间距的变化趋势 !
但是目前在纳米导线场发射性能研究方面主要

集中在单根纳米导线的场发射性能的研究和探索，

对于纳米导线阵列场发射性能方面的实验研究也取

得了一定的进展，大量的实验发现纳米导线阵列的

间距会严重影响纳米导线的场发射性能［"&—’(］! )*+，
,-.//-+0等［"&，"1］分别对制备的纳米碳管阵列的场发
射性能进行了测试，结果显示纳米碳管阵列间距为

碳管高度的二倍时，纳米碳管的场发射性能最佳 !而
234［’(］用多空氧化铝制备纳米碳管阵列，测试表明
当导线间距与高度相等时，纳米导线碳管的场发射

性能最好 !为了很好地解释上述现象，我们利用镜像
悬浮球模型［’"，’’］对纳米碳管阵列的场发射性能进行

了模拟计算，得到了和实验基本一致的结论：纳米碳

管的间距对其场发射性能影响非常剧烈，当阵列间

距与碳管高度相当时纳米碳管阵列场发射性能最

佳 !同时利用计算机对纳米碳管阵列的场发射行为
进行数值模拟［5］，得到了和理论计算相似的结果 !
本文继续利用镜像悬浮球模型，研究按正方形

及六边形排列的纳米导线阵列的场发射性能随各种

条件的变化趋势，计算结果显示可将场发射增强因

子表示为!6 !
"

"
" 7( )" 7 "

’
"

" 7( )"
’

7 #，其中 "

是以 # 为自变量的函数，# 为纳米导线的间距 !结
果显示纳米导线阵列的形状对其场发射性能的影响

较小，而阵列间距是影响场发射性能的关键因素 !进
一步研究表明随着阵列数目的增加，最佳阵列间距

会在一定程度上的减小同时场发射增强因子也会减

小，而改变纳米导线阵列的矩阵数目基本不会改变

阵列的场发射性能随间距的变化趋势 !

’ 8 计算与讨论

采用和以前相同的镜像悬浮球模型［"%，’"，’’］，具

体如图 "所示 !其中假设所有纳米导线都是金属性

的，且与负极板相连可以认为电势为零，而阳极板电

势设为 $9，满足 $9 6 %: & !但是实际上目前为止用
作场发射器件的纳米导线大多数都是半导体，与我

们讨论的情况有些不同，但是由于纳米导线的长度

与电场板极之间的距离相差太大，基本不会影响该

模型的建立以及后续的模拟计算 !纳米导线阵列以
正方形及六边形排列，间距为 #（如图 ’）!对于一般
的准一维纳米材料来说，由于 #!"，!!"，在纳米
导线阵列场发射性能的计算和模拟的过程中，只考

虑";#，";! 一次项的贡献，而忽略高阶项的作用 !

图 " 纳米导线的镜像悬浮球模型

在不考虑极板间距影响的条件下，以 ’ 为原点
代表计算镜像球的中心位置，分别建立坐标系，则两

层小球的坐标分别定义为（ (#，)#，(），（ (#，)#，
!）!如图 ’ 所示，根据余弦定理得到（ (，)）点镜像
球距离 ’ 的距离为 #（ (，)）6 #*（ (，)），其中正方

形为 *（ (，)）6 (’ 7 )" ’，而六边形为 *（ (，)）6

(’ 7 )’ 7" () !假设 ! 6 +#，利用以前的计算方
法［’"，’’］，考虑所有镜像电荷对 ’ 附近点（ ,，#，$）电
势的作用，可以得到两层带电小球对计算小球的电

势贡献为
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1
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1
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是常数（正方形：1 6 =，六边形：1 6 %）!根据静电场
理论，静电场中导体表面电势为零，则有
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图 ! 正方形及六边形纳米导线阵列的计算模型
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解上述方程，可得

! ( $!!% $’ #"- & " & # "!( )# ，
% ( $!!% $’"

.，

其中 & !"
’( )( 也是 ( 的函数 ,又因为"-!#"& / &

" &，（根据 &
& # ) ( & " ) " )! "⋯）忽略高阶项的影

响上式可以近似为

! ( $!!% $’ #"
&
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. ,

代入电势的表达式在纳米导线顶端处的场强为

$0 ( # "$（ "，# ( %）
"[ ]" " ("

( # $*
#
"

&
& "( )& " &

!
&

& "( )&
!

"( ). ，
对六边形及正方形排列的纳米导线阵列来说，场增

强因子均可以表示为

% ( #
"

&
& "( )& " &

!
&

& "( )&
!

" . ,

. 1 结果与讨论

通过计算得到与理论分析相同的结果［!.］，单根

纳米导线的场发射因子是最大的，由于纳米导线之

间强烈的相互作用，所以单根纳米导线尖端的增强

因子的表达式认为是%% ( # -"" .12 ,对于纳米导线
阵列来说，由于纳米导线之间的同种电荷的库仑排

斥作用，需要将上式单根纳米导线的公式调整为

%( #
"

&
& "( )& " &

!
&

& "( )&
!

" .，其中 & !"
’( )( 是

以 ( 为自变量的函数 ,针对阵列数目为 2%的正方形
与六边形的纳米导线阵列，图 .中分别给出 ’ 随导
线间距 ( 的变化曲线 ,图中显示当 ( 趋向于无穷大
时，34’

(#5
’ ( %，则 34’

(#5
& ( %，这又是单根纳米导线的

情况 ,而上面纳米导线阵列的场发射增强因子的公
式在这种情况下也变为%( # -"" .12，与单根纳米
导线的情况相符合：%% ( # -"" .12［&6］,

图 . ’随阵列间距的变化曲线

如图 $及图 2所示，对于以正方形、六边形排列
的纳米导线阵列，其中考虑了几种不同阵列数目的

纳米导线阵列，每一种情况都给出了场发射增强因

子随阵列间距的变化情况 ,从图中可以看出导线间
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图 ! 正方形排列的不同数目纳米导线阵列增强因子随阵列间

距的变化曲线

图 " 六边形排列的不同数目纳米导线阵列增强因子随阵列间

距的变化曲线

距对纳米导线阵列的场增强因子有显著的影响：!

# $
% "，场发射增强因子随阵列间距的减小而急剧

减小；! & $
% "，场发射增强因子基本上保持不变，近

似等于单根的场发射增强因子!’ (当纳米导线排列
比较密集时，纳米导线顶端的带电小球会发生相互

强烈的库仑排斥作用，在很大程度上削弱和降低了

导线尖端的实际电场强度，使场发射性能降低，场增

强因子变小；反之当阵列排列较稀疏时，虽然纳米导

线的场发射因子不会有太大变化，但是随导线间距

的增大，没有足够数目的纳米导线得到足够大的场

发射电流密度 (只有 ! ) $
% " 时，既可以保证得到较

大的尖端电场使电子得以顺利发射，又有足够数目

的纳米导线来保证获得较高的发射电流密度 (通过

对不同数目的导线阵列的场发射增强因子的对比可

以看出，阵列数目对场发射增强因子有一定的影响 (
当阵列间距一定时，场发射增强因子会随着阵列数

目的增加而不断减小，但是场发射增强因子随间距

的变化趋势也基本不变 (
继续考虑当阵列数目较小时正方形及六边形的

纳米导线阵列的场发射增强因子随阵列间距的变化

趋势，得到了与上面类似的结论（如图 * 及图 + 所
示）(随着阵列数目的增加场发射增强因子的变化相
对剧烈（变小），但是总体上不会影响场发射增强因

子随阵列间距的变化趋势 (图中显示，阵列间距仍是
纳米导线场发射性能的关键因素：当 ! # ," 时，场
发射增强因子随着阵列间距的减小而急剧减小；当

! & ," 时，场发射增强因子基本保持不变 (考虑到
场发射电流密度，认为 ! ) ," 时纳米导线阵列的场
发射性能最佳 (结合图 !及图 "可以认为随着阵列
数目的增加，纳米导线阵列场发射性能的最佳的阵

列间距却不断减小，即阵列的场发射性能的导线间

距从 ," 向 $
% " 过渡 (对于一般的场发射器件来说，

各种纳米导线的数目都是很大的，因此对于利用纳

米导线作为场发射器件时，将纳米导线的间距控制

在导线高度一半左右时，器件的场发射性能最佳 (

图 * 正方形排列数目较少时导线阵列增强因子随阵列间距的

变化曲线

在实验中对纳米导线阵列的场发射性能进行测

试也发现由于电场屏蔽作用，得到了一致的结论：阵

列间距可以在很大程度上影响它们的场发射性能 (
当导线间距过大时，场发射电流密度较小，得到的场

发射图形或信号比较弱；反之若间距较小，场发射增

强因子会急剧减小 (大量的实验［$+—$-］直接对制备的
纳米碳管阵列进行场发射性能测试，由于实验条件

!*’* 物 理 学 报 ""卷



图 ! 六边形排列数目较少时导线阵列增强因子随阵列间距的

变化曲线

及其他因素的影响使纳米碳管阵列在高度上以及导

线间距上不能达到完全一致，因此得到了一个相对

的近似值，当碳管间距是高度的 "倍时纳米碳管阵
列的场发射性能最佳 #而 $%&等［"’］用多空氧化铝制
备纳米碳管阵列并利用 ()*对制备的导线阵列进行
离子铣削，得到高度一致的纳米导线阵列，测试表明

当导线间距与碳管高度相当时，纳米导线阵列的场

发射性能最好 #以氧化铝模板制备的纳米导线的间
距基本上是一致的，他们得到了与我们计算结果相

类似的结论，即当纳米碳管阵列的阵列间距相差不

大时，纳米导线阵列的场发射性能可以得到优化 #此
外，我们还用计算机对纳米碳管阵列的场发射行为

进行数值模拟［+］，得到了和上面理论计算相似的结

果 #但是由于实际实验中，存在各种样品以及测量上
的误差，导致测量值和我们的数值模拟理想情况产

生一定的偏差 #
同时，研究了阵列排列形状对纳米导线阵列场

发射性能的影响，具体的实验结果见图 +, 图 +中具
体比较了阵列数目为 -’ 和 .’’ 的正边形以及六边
形的场发射增强因子的变化情况，结合图 .、图 -、图
/及图 !，可以看出排列形状对纳米碳管阵列的场发
射增强因子的影响是比较小的 #由于纳米导线的六
边形排列在一定程度上较正方形密集，因此六边形

排列的纳米导线阵列的场发射增强因子的变化情况

在一定程度上比正方形的要剧烈一些，但是随着阵

列数目的增加，这种趋势将变得不明显（数目为 .’’
时，变化曲线基本上重合）#由此可见，阵列数目以及
排列形状对纳米导线阵列场发射性能的影响很小，

而间接证明了阵列间距对纳米导线阵列场发射性能

研究的重要性 #

图 + 阵列形状对纳米导线场发射增强因子的影响

., 结 论

利用镜像悬浮球模型讨论了导线间距、阵列数

目以及排列形状对纳米导线阵列的场增强因子的影

响，得到如下表达式：! 0 !
"

1
1 *( )" * 1

"
1

1 *( )"
"

* 2，其中 " 是以 # 为自变量的函数 #结果显示纳米
导线阵列间距对其场发射因子有着非常显著的影

响，而阵列数目以及排列形状对纳米导线阵列的场

发射增强因子的影响程度较小，基本不会改变场发

射增强因子随阵列间距的变化趋势 #对于一般的场
发射器件来说，结合实际情况各种纳米导线的数目

都是很大的，考虑到场发射电流密度等场发射性能，

认为当纳米导线阵列间距为导线高度一半左右时，

纳米导线阵列的场发射性能最佳，场发射器件的性

能得到优化 #
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